
[8]フェナセン単結晶を用いた高性能電界効果トランジスタの作製 

 Fabrication of high-performance field-effect transistor 

with [8]phenacene single crystal 
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緒言 最近，フェナセン型分子を用いた電界効果トランジスタ(FET : Field-Effect Transistor)にお

いて、高い電界効果移動度が報告されて注目を集めている．フェナセン型分子とは，ベンゼン環

がアームチェア型に配列した構造の有機芳香族分子である．我々はベンゼン環数を 8 個まで拡張

した[8]フェナセンの合成に成功した。この物質の単結晶を用いて FETを作製し、特性評価を行っ

たので報告する。また、4個のベンゼン環数を有するクリセンと、10個の[10]フェナセンの単結晶

を作製中であり、これについても合わせて結果を報告したい。 

実験 SiO2や PbZr0.52Ti0.48O3 (PZT)などの絶縁膜を形成した高ドープ Si 基板の上に，板状の[8]

フェナセン単結晶を貼り付け，この上にソース・ドレイン電極を取り付けて FETデバイスを作製

した。ゲート電圧の印加は Si基板を介して行った。Ar 雰囲気グローブボックス中で、FETの基本

特性を二端子法と四端子法で測定した。また、FET 特性の温度依存性は真空プローバーを用いて

デバイスを液体ヘリウムで冷却して行った。 

結果と考察 図１に，絶縁膜として SiO2を用いた[8]フェ

ナセン単結晶 FETの FET特性を示す．図 1(a)は，ドレイン

電圧 VD = -100 Vにおける伝達特性を示している．エンハン

スメント型の pチャネル動作である．図 1(b)に示した出力

特性から，低ドレイン電圧領域でドレイン電流が線形に増

加し，高ドレイン電圧領域で飽和特性が見られている．こ

のデバイスの電界効果移動度は，8.2 cm2 V-1 s-1であり良好

なトランジスタ特性を得ることができた．ベンゼン環数 5

個のピセンから 8個の[8]フェナセンとベンゼン環が多いほ

ど、π‐π相互作用が強くなり，結果としてが増加する

傾向にあることがわかった．これに、4個と 10個のベンゼ

ン環数を有するフェナセン分子の結果を加えて議論する． 
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図 1．[8]フェナセン単結晶 FETの 

(a)伝達特性と (b)出力特性 

 

第62回応用物理学会春季学術講演会 講演予稿集 (2015 東海大学 湘南キャンパス)14a-D3-3 

© 2015年 応用物理学会 11-523


